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The invention concerns an indicator, whose active medium in particular out; or electro- 
chemical materials exists. Liquid crystal and electro-chemical indicators are 
implemented usually in such a way that a layer from the active medium, thus for example 
liquid crystal, between two glass plates is arranged. These glass plates have numerous 
electrodes, which according to the one which can be represented; are arranged. 
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Patentanspruch 

Ajnzeigevorrichtting, mit dnem aktiven Me^um 
^i4Jinsbesondere aus FlQssigkjistallen Oder elektro- 
chemlschen Werfcstoffen bestehend, bei der jedem 
Bildpunktmehrere unabh&igig Ansteuerbare Steu- 
erelektroden zngeordnet sind, dadixrch gekenn- 
z^chnet; 

daS in mindestens eine das aktive Medium (A) be- 
grenzende Wand> die aus einer Halbldtereinheit 
(H) besteht» Ansteuerschaltungen zur Ansteuening 
der Steuerelektroden (Ey) des aktiven Mediums (A) 
btegrien sind, und 

daB eine Testschaltung vorhanden ist, die dafDr 
sorgt, daB nur fehlerfrele Wege zu den Steucreiek* 
troden fHi)durehverbIndbarsind. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung nach 
dem Oberbegriff des Anspnicbs 1. Ene solche Anzeige- 
vorrichtung isi aus DE'OS 25 02 794 bekannL 

FlQssigkristall- and elektrochemische Anzeigevor- 
richtungen werden gewfihnHch so ausgefflhrt, daB eine 
Schicht aus dem aktiven Medium, also z. R der Fltissig- 
kristall, zwischen zwei Glasplatten angeordnet ist, Diese 
Glasplatten haben zahlreiche Elektroden, die entspre- 
chend der darzustellenden Bildstruktur angeordnet sind. 

Wenn komplizierte Bildstrukturen dargestellt werden 
sollen, sind daher zahbeiche Zuleitungen zwischen den 
elnzelnen Elektroden und den far diese vorgesehenen 
Steuerschalttmgen erfordorlich. Dies wiederum bedlngt 
zahlreiche Steck- oder Ldtverbindungen, was zu ehtem 
hohen Aufwand bei der Herstellung und zu groBer Slbr- 
anfalligkeitftihrt 

Aus DE*OS 2050715 ist ein elektrontsch-optlscher 
Informationsspetcher in Verbindung mit einera FlQssig- 
kristall bekannt, bei dem die Ansteuerschaltungen in die 
das aktive Medium begrenzende Wand aus emer Halb- 
teitereinheit integrkn sind, 

Aus DE-OS 22 37 273 isl eine Anzeigevorrichtung be- 
kannt bei der in der ROckseite der Anzeigcvorrichtimg 
cine integrierte Schaltung vorgesehen ist, bei der eine 
VertieFung fCr die Aufnahme des Flflssigkristalls in der 
RQckseite der Anzeigevorrichtung vorhanaen ist und 
bei der aktive Elemente auf der dem Fiassigkristall ab- 
gewandten Seite der als Halbleiterschicht ausgebtldeten 
Rackseile der Anzeigevorrichtung angeordnet sind. 

Aus DE-OS 24 19 170 und aus DE-OS 25 49 912 sind 
Anzeigevorrichtungen bekannt, bei der integrierte 
Schakungen in der RUckseite der Anzeigevorrichtung 
angeordnet sind 

Bet komplizienen Anzeigestrukturen steigen be- 
kanntlich die Ausbeuteverluste durch fehlerhafte Schal- 
tungsbauelemente und Leitungea 

Die aus der eingangs genannten DE-OS 25 02 794 be- 
kannte Anzeigevorrichtung besitzi fUr Jeden Bildpunkt 
mehrere Elektroden mit den entsprechenden Ansteuer- 
schaltungen, Dabei muQ die Funktioa der Zuleitungen 
technologisch sichergesieiii werden. Leiiungs-Umer- 
brechungen und damit unerwanschte OberbrQckungs- 
Kurzschlilsse werden durch die Art und WeLse der Lel- 
tungs-AnschluBtechnik ausgeschlossen, z. B. durch 
Steckverblndungen mit FOhrungsstlften gegen seittiche 
Verschtebungen und mit Verbindungen durch Flachka- 
bel oder auch durch Anbringung aller elektronischen 
Teile auf den Trflger der FtUssigkristall-Anzeige. t>ie 
Zuleitungen sind dabei aufwendig. Leitungen werden 



nicbt auf ihre Funktion bin Oberpruft Dies fOhrt entwe- 
dcr zu hohem teduiologischen Aufwand oder zu groBen 
Ausbeuteverlusten. 
Der vorHegenden Erfindung fiegt die Aufgabe zu- 
5 grunde, eine Anzagevorrichtang der eingangs genann- 
ten Art anzugeben, die eine erhohte Fehlerdcherheit 
aufwdst. 

Diese Aufgabe wird erSndungsgetnSB durch die 
kennzeichnenden Merkmale aus dem Anspnich 1 ge- 
10 ^st 

Vorteilbafterwdse ist in die Halbldteremheit, <^e das 
aktive Medium begrenzt, die Testschaltung mtegriert 
zur Verbindung nur fehlerrreier Steuerschaltungen» mit 
den SteuerelelCd-odea 
15 Etnc Anzeigevorrichtung nach der Erfindimg crmOg- 
licht flberdies einen geringeren Aufwand fur die Zulei- 
tungen zu den einzelncn Elektroden. 

In mmdestens eine das aktive Medium begrmzende 
Wand, die aus einer Halbleiteremheit bcsteht, sind akti- 
20 ve Bauelemente und/oder Fotodctektoren und/odcr op- 
tlsche Strahlungsquellen integriert 

Die Erfmdjng ermoglicht also eine Anzeigevorridi- 
tung, die mit sehr wenigen auBeren Zuleitungen aus* 
kommt Hierzu begrenzt die Halbleitereinheit das akth 
2S ve Medium. In diese Wand sind die aktiven Bai«elemente 
integriert wie z. B. Transistoren* Feldeffekttransistoren, 
Fotodetektoren oder optist^e Strahlungsquellen. 

Die Flache der Halbletterdnheit wird vorzugswetse 
mindestens gleich der GrABe darzustellender Symbole 
30 gewShlu Hierzu hat sich eine F13che von mindestens 
1 cm' als vorteilhaft erwiesen. Das aktive Medium kann 
in einer Vertiefung der Halbleitereinheit angeordnet 
werden. Die zur Ansteuerung des aktiven Mediums er^ 
forderHchen Schaltungen, insbesondere Decodierer 
3S und/oder Abtastglieder, k5nnen in die Halbleitereinheit 
integriert werden. 

Als optische Strahlungsquellen k5nnen in die Halblei- 
tereinheit Lumineszenz-I^oden integriert werden. 

Die Halbleitereinheit besteht vorzugsweise aus mo- 
40 nokristallinem, polykrtstallinem oder amorphem Halb- 
leitermantelp fOr das z. B. Silicium, GaAsP, GaAlAs, GaP 
oder ZnS verwendet werden kana 

Zum periodtschen Ansteuera verschiedener Bikl- 
punkte des aktiven Mediums im 21eitmultiplexbetrieb ist 
45 eine Schaltung vorgesehen, die gegebenenfalls auch in 
die Halbleitereinheit integriert werden kann. 

)edem Bildpunkt des aktiven Mediums sind mehrere 
unabhftngig ansteuerbare Steuerelektroden zugeordnet. 

Das aktive Medium ist vorzugsweise in der Umge- 
50 bung der Bildpunkte durch kurze Impulse aufheizbar. 

Wenigstens ein Foiodetektor kann in der Halbleiter- 
einheit integriert werden und durch das aktive Medium 
htndurch optlsch bestrahlbar sein. AuBerdem kOnnen 
zahlrekrhe Lumineszenz-Dioden in der Halblelterein- 
55 heit integriert werdea deren Strahtung durch das aktive 
Medium hindurchtritt. 

Zur weiieren Vereinfachung der Verbindungen zwl- 
sdien den einzelnen Schaltungen und den Steuerelek- 
troden verlaufen vorzugsweise quer duch die Halblei- 
60 terscheibe der Httlbleitereiiihcit iiuchdultci Ic Bcjetehe 
oder metallische Strampfade. 

Als Verbindungen sind Leiterbahnen besonders vor- 
teilhaft, deren L^nge nftherungsweise gleich der Dtcke 
der Halbleiterscheibe ist und deren Durchmesser klein 
65 gegenQber ihrer L&nge ist. Diese Leiterbahnen erstrek- 
ken sich in vorteilhafter Weise von der einen zur andc- 
ren groQflftchigen Seite der Halbleiterscheibe. 

Die Leiterbahnen sind besonders vorteilhaft durch 
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Therriomigration herstellbar. 

iNa^. hfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- 
nting D&her erlEutert 

Die Flgur zeigt ein Ausfflhrungsbdspiel der erfm- 
dungsgcmaBen AnzdgevorTichtun& bel der die Anateu- 
erschaltimg m die RQckw&nd der Halbleit^inheit inte- 
griertist 

Hne HalbJdtcischeibc H welst eine gcatzlc Vcrtie- 
fung auf. in der sich ein aktives Medium A beFmdeL Dit 
Oberf&che der Halblehersdicibe Hist durch eine dOn- 
ne Silidumdioxidsehicht geschfitzt Kne Glasplatte C 
mit einer transparenen Elektrode & schBeBt die Kam- 
mer mit dem aktiven Medium A ab. In die Halbleiter- 
schdbe H sind die zur Ansteuerung der FlOssigkristall- 
Displays notwendigen Schaltungen integnert Die 
Schaltungsbauelcmente sind in der Figur Ie<Oglich sche- 
matisch als Transistorcn T angedeutet Wdterhin sind 
Metallisierungen M und AuBenanschlflsse K vorgese- 
hen. 

Die Verbindung zwisdien den Schaltungsbauelemen- 20 
ten und Steuerelektroden E} der Displays stellen auf 
kiirzeatem Wege relativ lange. aber dflnne Diffusions- 
pfade L in der Halbleitersrfieibe H hen Dicsc Diffu- 
sionspfade wcrden vorzugsweise durch Thermomigra- 
tion hergestellt 

Diese Anzdgevorrichtung ermOglichi sehr komplexe 
Anzdgestnikturen, die jedoch mir sehr weiuge AuBen- 
anschJOssc K benOtigen. Wdterhin ist die Verbindung 
zu den Steuerelektroden £"1 sehr kurz» wodurch eine 
groSe Zuverl&ssigkeit erzielt wird. 

Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgem&Be An- 
zeigcvorrichtung einsetzbar^ wenn durch ein integrier- 
tes Schieberegister oder eine ahnlk:he Baueinheit cine 
zeilenfOrmige Ansteuerung der Displaypunkte im Zeit- 
multiplexlietrieb erfolgt 

Als Halbldtermaterial fflr die Halbleiterscheibe ist 
vor allem Siteium geeigneL Wenn kelne allzu gro&en 
Schaltgeschwindigkdtcn in der integrierten Schaltung 
gewilnscht werden, kann auch polykristallines oder 
amorphes Silidum gegebenenfalls auf einer Trfigerpiat- 40 
te verwendet wcrden. 

Halbldtermaterial mit groBem Bandabsund, wie z. B. 
GaP. GaAsP, GaAlAs, ZnS, eriaubt einen Durchlicht- 
Betrieb der Displays. 

Bd komplizierten Anzelgestrukturen steigen be- 45 
kanntlich die Ausbeulungsverluste durch fehlerhafte 
Schaltungsbauelcmente und Ldtungen. Jedem Bild- 
punkt werden mehrere Elektroden mit den entspre- 
chenden AnsteuerschaUungen zugeordneL Im dnfach- 
sten Fall werden gelcgentlich auftretendc fehlerhafte 50 
Teilbildpunkte nicht berOckskhtigt. Durch eine Test- 
schaltung kann aber auch dafQr gesorgt werden, dafi nur 
die fehlcrfreien Wege zu den Steuerelektroden f( 
durchvert>und€n werden. 

Die Funktion von FlUs^kristalU Displays ist stark 55 
temperaturabhangig. Insbesondere versagen sie bei tie- 
fen Temperaturen. Das Aufheizen des gesamten Dis- 
plays erfordert groQe Energien. £s ist daher vorteilhaft. 
die Halbleiterscheibe lokal insbesondere hnpulsfOrmig, 
aufzuheizen und so den FlOssigkrisiall beziehunffswdse ea 
das aktive Medium A in der N&he der Biidpunkte in den 
Berek;h der Arbeltstemperatur zu bringen. Die Heizzei- 
ten k6nnen dabd im Berekh von ca. tOO msliegen. 

Im Gegensatz zur Figur mufl die Halbleiterscheibe 
kdne Vertiefung aufweisen, sondern kann das aktive 65 



Medium A am Rand dordi erne Glasscfucht Gi begren^ 
sdn. 



Hierzu 1 BlattZdchmingen 



25 



3D 



as 



